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(d)出荷後のメンテナンス,バージョンアップに対応

注:略語説明:パソコン(パーソナルコンピュータ),PROM(ProgrammableROM),CD-ROM(CompactDiskROM),OTAT(QuickTur=Arou=dTime),

HDD(HardDiskDriver)

フラッシュメモリ内蔵F-ZTATTMマイコン F-ZTATTMマイコンは,オンボードでの書込み･書換えが可能であり,マイコンの新しい応

用分野を開くものである｡チップ写真は,今回開発したF-ZTATTMマイコンH8/538Fを示す｡15ブロックの消去単位に分割した60kバイトのフ

ラッシュメモリを内蔵した｡

現在ほとんどの電子機器は,マイコン(マイクロ

コンピュータ)を使用したマイコン制御になってい

る｡これらの電子機器の技術革新は目覚ましいもの

があり,機器の仕様改善や機能改良が頻繁に行われ

ている｡このような状況にあって製品開発期間の短

縮が求められており,マイコンには顧客の手元でプ

ログラムがすぐに書き込めるフィールドプログラマ

ビリティが求められてきている｡

*｢卜在製作所半導体事業部 **R止デバイスエンジニアリング株式会社

今回,フラッシュメモリを内蔵することによって

機器組込み後でもユーザーが容易にプログラムや

データの書込み･書換えができるF-ZTAT｢rM(Flex-

ible-ZTAT)マイコンを開発し,第一弾として産

業･OA機器向けH8/538Fを製品化した｡今後,民

生分野向けH8/300シリーズ,情報分野向けH8/300

Hシリーズ,さらにSHシリーズヘの展開も計画して

いる｡
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n はじめに

最近,特に電子機器の開発期間の短縮が進み,機器の

仕様改善や機能改良が頻繁に行われるようになってきて

いる｡これに伴い,マイコンの内蔵ROMにプログラムが

フィールドで書き込めるフィールドプログラマビリティ

が求められている｡

このようなニーズにこたえて,プログラムをユーザー

の手元で書き込むことができるEPROM(Erasable Pro-

grammableROM)内蔵のZTAT⑧(ZeroTurnAround

Time:日立製作所の登録商標)マイコンと,サブプロセ

ッサを内蔵しユーザーの手元でタイマや通信機能などの

周辺機能をソフトウェアによって実現できるⅠ-ZTATTM

マイコンを製品化してきた｡

一方,制御機器のような試作段階や量産の最終工程,

および市場出荷後のプログラム修正を行う可能性が高い

機器では,オンボード(機器組込み状態)でプログラムの

書込み･書換えができるマイコンのニーズが強い｡しか

し,従来のZTAT⑧マイコンのEPROMは,情報消去を紫

外線で行うためオンボードでの書換えができず,システ

ムに組み込んだままでの遠隔操作による情報変態が不可

能であった｡このため,機器組込み後のプログラム変更

に対してはマイコンを差し替える必要があった｡

このような背景から,フラッシュメモリを内蔵するこ

とにより､ユーザーが機器組込み後でも容易にプログラ

ムやデータの書込み･書携えができるF-ZTATTMマイ
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コンを開発し,第一弾として産業･OA機器向けH8/538

Fを製品化した｡

ここでは,トZTAT′rMマイコンの概要,およぴH8/538F

の機能･特長について述べる｡

B F-ZTATTMマイコンの概要

フラッシュメモリは,情報の不揮発性を待つためデー

タ保持用のバッテリーが不要である｡しかも,電気的に

情報の消去･書換えを行うことができる｡

フラッシュメモリを内蔵したF-ZTATl､Mマイコンは,

従米のZTAT㊧マイコンのフィールドプログラマビリテ

ィをさらに発展させたマイコンである｡

F-ZTATTMマイコンのメリットを図lに示す｡F-ZTATllM

マイコンは,機器組込み後でもプログラムやデータの苫

込み,書換えができるため,製造最終工程での組立製品

個別に最適化調整が可能となるほか,仕向け先への

QTAT対応が実現できる｡また,製品化後でもエンドユ

ーザーでのソフトウェア変更が可能となl),ユーザーシ

ステムの柔軟性をいっそう向上させることができる｡

F-ZTATTh′Ⅰマイコンの主な特長について次に述べる｡

(1)特別な書込みツールを必要とすることなく,オンボ

ードでのプログラム書込み･書換えが可能な応用機器の

開発から試作,生産,出荷後のプログラム変更･バージ

ョンアップまで広範に対J心できる｡

(2)低電は動作対応

3Vの低電圧垂加乍を可能にしたフラッシュメモリを内

最終工程

♯
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[二』周
応用基板組立

〔=鮎一叫
00日巳｡易

園地更

ロ グ ラ ム 修 正 不 可

市 場

園地塵

70ログラム修正可能(1回だけ)
ラ ム修正不可苗

70 ロ グ ラ ム 修 正 可 能(100回まで可能)

注=⊂=>ソフト変更(内蔵メモリ書換え)可,ソフト変更(内蔵メモリ書摸え)不可

図I F-ZTATて､Mマイコンのメリット F-ZTATrl'Mマイコンは,機器組込み後でもプログラムやデータの書換えができる｡
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SIART

オンボード書込みモードに設定

書替えプログラムをRAMに転送

書替え対象ブロ ックを消去
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注:略語説明 SC】(SerlalCommu川Cat10[lrlterface)

図2 オンボード書込みのシーケンス フラッシュメモリの書換え動作はRAM上のプログラムで実行し,消去,書込みのシーケンスおよび

時間制はすべてCPUを用いてソフトウエアで行うこ)

威し,機琵:与の低電h三化に対応してし-る｡

(3)人称呈遥ニフラッシュメモリl勺蔵

微細化技術の採HJとメモリセル構造を,マイコンのプ

ロセスに介わせて姑過化することによって大谷講メモリ

が内J歳=川巳となi),プログラムの増加に対応できる｡

(4)ブロック消去叶能

1ブロックまたは任意の複数ブロックをtl小l寺に消去吋

能である｡必‾安な部分だけ消去ができ,使い勝子が向卜

する｡

このような帖良を子t三かしたF-ZTATl¶マイコンの応

=分野を13ページのトズ=ニホす｡

ⅠトZl､A7､′llh■1マイコンでは､フラッシュメモリク〕l勺部外

帖Iltl路とセンスアンプの放出により,3V助作を‾吋能に

している｡CPUとのインタフェースは,使いやすさを考

えて,RAMとl‾lり様のインタフェースになるように,アド

レスラッチ,データラッチをlノ小歳している｡

F-ZTAT■爪■■1マイコンのプロセスは,フラッシュメモリ

とマイコンを同一プロセスに来せるために〔).8トInl微細

化技術の採別に加え,低コストを′夫･睨するため,マスク

枚数を従水のフラッシュメモリのl二杵に比べて約3n%削

減するノバ去を採川した｡これにより,付帯合わせのマー

ジンを人きくとるため,セル両横が通常のフラッシュメ

モリと比較して約2()%大きくなるが,全体として低コス

トで,フラッシュメモリのⅠ勺蔵が可能となった｡

フラッシュメモリのii-7ユさiji･位は,チップー打バ肖去のほ

かに人ブロックまたは′トブロックでの1ブロックあるい

は作意の抱数のブロックである｡これにより,必安な部

分の情報だけを古き換えることが可能となり,使い勝手

が良くなるとti卸寺に,書換え時間が短縮できる｡書込み

‾〟式は,従来の汎(はん)川EPROMライタによる‾.1;二込み

モード,および特別な書込みツールを必要としないボー

ド実装状態でのオンボード書込みモードの2モードを川

点している｡オンボード吉込みのシーケンスを図2に

示す｡

日 H8/538Fの機能と特長

3.1H8/538Fの概要

H8/538Fは,H8/500シリーズの_11位機柿として産業

機一器山‥ナに炭塵実績のあるH8/538(マスク版とZ′IIAT版

を品J宕lいのF¶ZTAT版であり,F,ZTAT部以外は同一･

機能の梨ん■.である｡I18/538Fのニトな什様を表1にホす｡

H8/538Fは().8トtlュュアルミ2増配繰CMOS(Conヽplenュell-

tar)rMetalOxideSe111iconductor)プロセスを採川し,

6()kバイトのフラッシュメモリを内蔵している｡ii巧一上申

位は,チップー打消去のほかに15ブロックに分割した作

意の1ブロックから同時に裡数のブロックを消上するこ

とができる｡フラッシュメモリの1バイト当たりの‾井込

み時間は5∩けS(t)rp.),消去峠帆は1s(typ.)を実収した｡

3.2 フラッシュメモリの書込み･消去方式

CPUを剛いてソフトウェアで書込み,消去を行う方式

を採川している｡フラッシュメモリの動作モードは,.1i二

込みモード(Pビット),消去モード(Eピット),-if;二込みベ
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表I H8/538Fの製品仕様

60kバイトのフラッシュメモリは,チップ一括消去のほかに,15

ブロックに分割した任意のlブロックから同時に複数のブロック

を消去することができる｡

項 目 仕 様

最高動作周波数 16MHz(5〉±10%),8MHz(2.7～5.5〉)

CPU H8/500CPU

RAM 2kバイト

タ イ マ 16ビットタイマ･7チャネル

SCl 調歩同期･クロック同期の2チャネル

A - D 変 換 器 分解能10ビット･12チャネル

割り込みコントローラ
外部割込み要困:5本

内部割込み要因:39本

パスコントローラ
8･16ビットバス空間を設定可能

2･3ステートアクセス空間を設定可能

低消費電力モード
スリー7,ソフトウェアスタンバイ,ハー

ドゥェアスタンバイ

フラッシュメモリ

容 里 60kバイト

消 去 単 位

チップ一括消去

ブロック消去

(大ブロック:8kバイト×7,小ブロツ

ク:lkバイト×2′引2バイト×l′256バイ

卜×4′128バイト×lの計】5分割)

書 換 え 回 数 川0回

書込み･消去電圧 レ帥=12V±0.6V

書 込 み 時 間 50トIS(typ.)

消 去 時 間 ls(typ.)

書込み･消去方法

CPU制御方式(ユーザープログラムによる

オンボード書込み)

フラッシュコンパチブル方式(汎用EPROM

ライタによる書込み)

フ ロ セ ス 0.8トImアルミ2層配線CMOS

パ ッ ケ
ー

ジ
112ピンqFP

120ピンTqFP

注:略語説明 qFP(qu∂d FlatPackage)

T()FP(Thin()uad FlatPackage)

リファイモード(PVビット),消去ペリファイモード(EV

ピット)がある｡FLMCR(FlashMemoryControIReg-

ister)のPビット,Eビット,PVビット,EVビットのい

ずれかのビットをセットすることにより,各動作モード

に遷移することができる｡

フラッシュメモリに書き込まれる情事削こは,大きく分

けるとプログラムとデータがある｡プログラムは,数キ

FLMCR

〉PP EV PV

し
〕

モード設定ビット

V'ppが印加されていることを

示すフラグ

消去フ■■ロック指定レジスタ(EBRl):
大ブロック指定

消去フー■ロック指定レジスタ(EBR2):
小ブロック指定

消去ブロック指定レジスタの対応
するビットで,`■1''のフ‾ロックが

消去対象ブロックとなる.

(a)フラッシュメモリの

レジスタ構成

+L_

T
J

の

Ln

小フロック
ソ

0 1kハイト
0 8kバイト

一L

＼-

＼

(⊂)

ぐり

1 8k′イト

11kバイト
2 8レ＼イト

3 8kバイト

2 512バイト

4 8kバイト

3 256バイト

5 8kバイト 4 256バイト

5 256バイト
6 8kバイト

6 256バイト

7128バイト

(b)消去ブロックの分割

注:略語説明 EV(消去ペリファイモード),PV(書込みべリファイモード)

E(消去モード),P(書込みモード)

図3 フラッシュメモリのレジスタ構成と消去ブロックの分割

H8/538Fは書換えの効率を上げるため,8k～128バイトの15ブロ

ックの消去単位に分割している｡

ロバイト以上の人きな単位で書き換えられることが多

く,一心,データは数十バイト程度の小さな単位で書き

換えが行われる｡H8/538Fは,書換えの効率を上げるた

め,8k～128バイトの15ブロックの消去単位に分割して

いる｡フラッシュメモリの消去はEBRl(Erase Block

Registerl),EBR2で消-ムブロックを選択し,FLMCR

のEビットで消去モードに設左する｡FLMCR,EBRl,

EBR2とii7去ブロックの分割を図3に示す｡

B おわりに

F-ZTAT｢11Mマイコンは,オンボードでの書込み･書換

えが可能な特長を牛かし,マイコンの新しい応朋分野を

開くものである｡今回開発したH8/538Fで確立した技術

をベースに,F-ZTAl､TMマイコンは比生分野向けH8/

300シリーズ,情報分野向けH8/300Hシリーズに展開し,

さらにSIiシリーズヘも順次鰻閲し,ラインアップの充

実を阿る子宝である｡
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